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1. はじめに：先行研究で平坦化 N-Si(100)上 PEDOT:PSS接合太陽電池において接合界面に

酸化グラフェン、強誘電体高分子 P(VDF-TrFE)極薄層挿入により素子性能の向上を報告

してきた。今回は平坦化および Si ナノピラー内の原子層成長(ALD)-AlOxによる終端化

が PEDOT:PSS/n-Si界面物性に及ぼす影響を考察した。 

2. 実験：N型 Si（100）CZ（5Ω·cm, 250μm厚: 1-5・0.1-0.3Ω·cm）に対して硝酸銀をマスク

とした HF/H2O2による異方性エッチングにより浸漬時間、温度を変数として Si ナノピ

ラーを形成した。その後 TMAと水を原料とした ALD 法により基板温度、膜厚、排気時

間を変数として形成し，425℃で RTA 処理した。更に AlOx表面に O2/N2プラズマ照射し

た後スピンコートおよび霧化塗布法で PEDOT:PSSを~100nm厚形成し、140℃,30分熱処

理すること素子を作製した。評価は断面 SEM, EDS, XPS, I-V, C-V-f, ライフタイム, 太陽

性能因子の面内分布により行った。 

3. 結果と考察：図１は平坦化 Si 上に 1-2nm 厚 ALD-AlOx形成後 425℃で RTA 処理 5 分後

の AFM 像を示す。RMS は 0.56nm から 0.2nm まで低減した。図 2 は Si ナノピラーに

ALD-Al2O3 を~10nm 形成した断面 SEM 像および異なる 3 箇所で評価した EDS による

Si, Al, O組成分布を示す。ピラー表面および内部にほぼ一様に Al2O3で終端化され、ま

た Al2O3コートによりライフタイムも～600μsまで増大した。その後 PEDOT:PSSをコー

トした素子(3 mm角)の I-V 特性を示す。当日は ALD-AlOxの水素・酸素プラズマ照射が

太陽電池性能に及ぼす影響について報告する予定である。 
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RMS: 0.99nm

ALD cycle: 15

RMS: 0.229nm

ALD cycle: 6 After RTA

Scan are 1um

図１1-2nm 厚 ALD-AlOxの AFM 像 図２ Si ナノピラー内の AlOx塗布形態 
C, O, Al, Si 
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